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(57) Abstract: The current flow restriction used to switch a phase change memory (PC -RAM) poses a significant problem in known 
phase change memories. The construction of said memories is based on a vertical current conduction that is perpendicular to the 
lateral extension of the phase change memory, between two electrical contacts lying one above the other. To achieve a particularly 
efficient current restriction, the inventive phase change memory comprises a memory material layer consisting of a phase change 
material and first and second electrical contacts that are located at a distance from one another, via which a switching zone of the 
memory material layer is traversed by a current signal. Said current signal can be used to induce a phase change between a crystalline 
phase and an amorphous phase and thus a change in resistance of the phase change material in the switching zone. The novel concept 
of the inventive phase change memory is characterised in that the switching zone is located along the lateral extension of the phase 
change memory between the first and second electrical contacts, whereby the current signal is conducted through the switching 
zone along said lateral extension. This permits in particular a traversing surface area for the current conduction, which is formed 
perpendicularly to the lateral extension, and thus the switching current that is required for a current signal to be considerably reduced. 
The invention also relates to a phase change memory assembly, a phase change memory cell, a 2D phase change memory cell array, 
a 3D phase change memory cell array and an application-related component comprising an integrated memory function and/or logic 
function. 
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(57) Zusammenfassung: Die Stromflussbegrcnzung zum Schalten cines Phasenwechselspeichers (PC-RAM) ist ein wesentliches 
Problem bei Phasenwechselspeichem bekannter Art Deren Aufbau basiert auf einer vertikalen Stromfuhrung, die senkrecht zur 
lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwischen zwei ubereinander liegenden elektrischen Kontakten erfolgt, basiert. 
Eine besonders effiziente Strombegrenzung wird erreicht bei einem Phasenwechselspeicher mit einer Speicherraaterialschicht ei- 
nes Phasenwechsel materials und einem ersten und zweiten elektrischen Kontakt, die voneinander beabstandet sind und uber die ein 
Schaltbereich der Speichermaterialschicht von einem Stromsignal durchsetzbar ist, wobei mittels dem Stromsignal ein Phasenwech- 
sel zwischen einer kristallinen Phase und einer amorphen Phase und damt eine Widerstandsanderung des Phasenwechselmaterials 
im Schaltbereich induzierbar ist. Im rahmen des neuen Konzepts ist bei einem solchen Phasenwechselspeicher vorgeseshen, dass 
der Schaltbereich entlang einer lateralen Ausdehnung des Phasenwechselspeichers zwischen dem ersten und dem zweiten elektri- 
schen Kontakt angeordnet ist, wobei eine Stromfuhrung des Stromsignals durch den Schaltbereich entlang der lateralen Ausdeh- 
nung erfolgt. Unter anderem lasst sich auf diese Weise eine senkrecht zur lateralen Ausdehnung gebildete Durchtrittsflache der 
Stromflihrung und damit der fUr ein Stromsignal benfitigte Schaltstrom erheblich verringern. Die Erfindung fuhrt auch auf eine 
Phasenwechselspeicheranordnung, eine Phasenwechselspeicherzelle, ein 2D-Phasenwechselspeicherzellen -Array, ein 3D-Phasen- 
wechselspeicherzellen- Array und einen anwendungs-bezogener Baustein mit integrierter Speicher-und/oder Logik-Funktion. 



